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Tematem pfedlozene diplomove prace je zavedeni techniky rastrovaci tunelove spektroskopie
(STS) v laboratofi rastrovaci tunelove mikroskopie (STM) pracovni skupiny tenkych vrstev
KFPP MFF UK a prakticke ovefeni teto techniky na modelovem systemu Ag/Si(l 1 l)-7x7.

V teoreticke casti prace autor uvadi zakladni informaci k technikam STM a STS. Podrobneji
se autor venuje otazce, jak ziskat z mefeni voltamperove (I/V) charakteristiky tuneloveho
kontaktu kfivku zavislosti lokalni hustoty elektronovych stavu vzorku (LDOS) na energii
elektronu. Pfehled pouzitych metod je doplnen pfehledem literatury vztahujici se
k experimentalne studovanym systemum Si(l 11) -7x7 a Ag/Si(l 1 l)-7x7.

V experimentalni casti prace autor pfedstavuje pocitacovy program, ktery vytvofil pro
zpracovani experimentalnich dat z STS mefeni. Program obsahuje osvedcenou implementaci
numerickeho vypoctu LDOS z I/V charakteristik a znacne usnadnuje zdlouhave zpracovani
bodovych i prostorovych STS mefeni. Dale autor popisuje pfipravu vzorku, na kterych byla
technika STS ovefena.

Uspesne zavedeni techniky STS metody autor dokazuje na bodovych mefenich LDOS, ktera
provedl na cistern povrchu Si(l 1 l)-7x7 a na ruzne velikych ostruvcich Ag na tomto povrchu.
Kfivky LDOS zfskane na cistern povrchu jsou reprodukovatelne a srovnatelne s vysledky
jinych skupin. Mefeni LDOS na Ag ostruvcich je puvodni, autor pozoruje posun energie
obsazenych povrchovych stavu k nizsim cnergiim pro ostruvky Ag s rostoucim poctem Ag
atomu. Pro nejvetsi Ag ostruvky autor pozoruje vznik zakazaneho pasu vLDOS. Diskusi
zajimavych experimentalnich vysledku autor bohuzel omezuje na minimum s odvolanim na
nedostatek doplnujicich informaci k jejich vyhodnoceni.

Prace je napsana strucnym informativnim stylem. Text je misty zkratkovity, coz znesnadnuje
cteni nekterych dulezitych pasazi, napf. v kapitole 4.4 o mefeni dl/dV charakteristik a
v kapitole 5.2.2 o zpracovani dl/dV kfivek. Nekolik formalnich nedostatku velmi znesnadnuje
sledovani ziskanych experimentalnich dat v kapitole 6. V praci chybi cxplicitni schema pozic
na povrchu Si(lll)-7x7, ve kterych bylo mefeni LDOS provadeno. Autor v textu pouziva
standardni notaci pro oznaceni piku v LDOS spektrech na povrchu Si(lll)-7x7, chybi ale
ozna£eni piku v grafech. Autor nezminuje, jakym zpusobem provedl fitovani poloh piku,
zvlasf u piku malo zfetelnych jako U2 v grafu 4 nebo S2 v grafu 5.



Pfes uvedene nedostatky je zfejme, ze autor vyznamne pfispel k zavedeni a rozvoji techniky
STS na KFPP. Experimentalni a numericke techniky, ktere v ramci sve diplomove prace
lispesne odzkousel, byly pouzity v nekolika pracich publikovanych v impaktovanych
casopisech. Pfedlozenou diplomovou praci proto doporucuji k obhajobe. Navrhuji hodnoceni
znamkou 2,
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Otazky k obhajobe diplomove prace:

1) Z ceho se odvozuje energie elektronu pfi mefeni LDOS pomoci STS?

2) Podejte kvalitativni vysvetleni vzniku zakazaneho pasu v tunelovem spektru vzorku
Si(l 1 l)-7x7 s vysokym pokrytim Ag.


